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A producdo de dispositivos eletrdnicos cada vez menores e eficientes depende de fontes de
armazenamento de energia que possuam estas mesmas caracteristicas. Desta forma, a fabricacéo de
dispositivos capacitores atraves de filmes finos se torna viavel, em razdo da possibilidade de
miniaturizacdo e flexibilidade. Por meio da técnica doctor blade, a qual consiste na deposic¢ao de um
gel de alta viscosidade em um substrato sélido, é possivel obter filmes finos de maneira simples e
de baixo custo. A utilizacdo de compdsitos a base de grafeno, polianilina e precursores metalicos
nestes filmes geram excelentes matérias-primas para a construcao de capacitores eletroquimicos. O
objetivo deste trabalho foi produzir dispositivos capacitores através de filmes finos compostos por
grafeno, polianilina e precursor metalico. Para a producdo dos diferentes filmes auto-suportados,
foram produzidos dois tipos de dispersdo em gel: 6xido de grafeno (GO) e polianilina (PAni); GO,
PAni e cloreto de ferro (FeCl3). Ambos os filmes compdsitos foram caracterizados com medidas de
voltametria ciclica e carga e descarga, de maneira a realizar um comparativo sobre o desempenho
do material isolado e aplicado em um dispositivo capacitor. As medidas foram efetuadas em um
sistema de trés eletrodos, utilizando como eletrélito uma solucdo aquosa de HCI 1,0 mol.L™. A
confeccdo dos dispositivos consistiu no ato de pressionar dois eletrodos um contra o outro,
utilizando um eletrélito gel de H,SO,4. PVA (alcool polivinilico) e uma moldura de plastico entre
eles. Foram produzidos dispositivos contendo os dois tipos de compdsitos mencionados
anteriormente. Em seguida, estes foram caracterizados através de medidas de voltametria ciclica,
carga e descarga e estabilidade. O desempenho obtido pelos filmes contendo precursor metalico
mostrou-se superior aqueles que ndo o continham, obtendo uma capacitancia especifica em torno de
281 F.g™, contra os 46 F.g™* obtidos pelos filmes rGO:PAni. Este padrdo também se manifestou nos
dispositivos, onde foram obtidos cerca de 44 F.g™ naqueles com precursor metalico, em oposicdo
aos 22 F.g™ presentes nos capacitores & base de rGO:PAni. Embora a estabilidade dos dispositivos
sem precursor metalico tenha sido superior, observa-se que a presenca deste é essencial para a
obtencdo de resultados mais expressivos. Apesar de existir uma grande variagdo na quantidade de
carga armazenada por um filme compdsito em relacdo a um dispositivo capacitor, € possivel
demonstrar o potencial desta aplicacdo do material, a qual certamente possui a possibilidade de
apurar-se conforme o aperfeicoamento do método.
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